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(57) Abstract: The invention relates to a field effect transistor structure, an associated semiconductor storage cell, and a corre-
sponding production method. A diode-doping area (4) within a semiconductor substrate (1) is embodied with a field effect transistor
& structure (S/D, 3, K) while an electrically conducting diode-connecting layer (5) connects a control layer (3) of the field effect tran-
sistor structure to the diode-doping area (4) so as to create a diode (D), whereby excess charge carriers (1) in the semiconductor
substrate (1) can be eliminated such that an undesired body effect is prevented.

[Fortsetzung auf der nichsten Seite]
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prevent ed.
Zur Erklirung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-

kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguliren Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Feldeffekttransistorstruktur, eine zugehdrige Halbleiter-Speicherzelle sowie
ein zugehoriges Herstellungsverfahren, wobei zur Realisierung einer Diode (D) ein Dioden-Dotiergebiet (4) in einem Halbleitersub-
strat (1) mit einer Feldeffekttransistorstruktur (S/D, 3, K) ausgebildet ist und eine elektrisch leitende Dioden-Anschlussschicht (5)
eine Steuerschicht (3) der Feldeffekttransistorstruktur mit dem Dioden-Dotiergebiet (4) verbindet. Auf diese Weise kdnnen {iber-
schiissige Ladungstréger (L) im Halbleitersubstrat (1) ausgerdumt werden, wodurch ein unerwiinschter Body-Effekt verhindert wird.



